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명 세 서

청구범위

청구항 1 

스퍼터링 공정 중 기판쪽 자기장을 생성하여 기판 주변의 전자 및 이온 농도를 조절하는 자석을 포함하는 스퍼

터링 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 스퍼터링 중 자기장을 통하여 기판 근처에서의 전자 및 반응성 이온의 농도를 제어함으로써 박막 특[0001]

성 변화를 만드는 스퍼터링 장치이다.

배 경 기 술

기존의 스퍼터링 장치의 경우 기판 근처까지 일정한 플라즈마 포텐셜이 형성 되어서 전자의 밀도가 일정하게 유[0002]

지된다.  이로 인해, 기판 근처에서의 반응성 스퍼터링 과정 중 기판 근처의 전자 및 반응성 기체 이온의 농도

조절이 불가능하였ㄷ다.  따라서, 반응성 스퍼터링을 이용한 박막 특성변화의 한계가 있었다.

예를 들어, oxygenated carbon 박막을 증착 할 경우 일반적인 반응성 스퍼터의 경우 기판쪽에서 산소이온에 의[0003]

한 carbon의 식각 반응으로 인하여 oxygenated carbon 박막의 형성이 되지 않고 박막이 증착되지 않는 문제점이

있었다. 

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 일본 특허출원번호 제2010-522884호 [0004]

(특허문헌 0002) 한국 특허출원번호 제10-1998-0008074호 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 스퍼터링 중 자기장을 통하여 기판 근처에서의 전자 및 반응성 이온의 농도를 제어함으로써 박막 특[0005]

성 변화를 만드는 자석을 포함하는 스퍼터링 장치를 제공하기 위함이다.

과제의 해결 수단

개시된 본 발명에 의한 스퍼터링 장치는, 스퍼터링 공정 중 기판쪽 자기장을 생성하여 기판 주변의 전자 및 이[0006]

온 농도를 조절하는 자석을 포함한다. 

발명의 효과

첫째, 기장의 세기 조절을 통하여 기판근처에서의 반응성 기체 이온의 농도를 효과적으로 제어 할 수 있기 때문[0007]

에, 스퍼터링을 통하여 다양한 특성을 갖는 종류의 박막 제조가 가능하다. 

둘째, 기판 주변의 전자의 농도를 떨어뜨림으로 해서 전자에 의한 박막 결함을 줄일 수 있음.[0008]

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 자석을 포함하는 스퍼터링 장치를 개략적으로 도시한 도면이다.[0009]
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그리고, 

도 2는 스퍼터링 공정 중 자석에 의해 자석 주위에 플라즈마 밀도가 낮아지는 형상 관측한 도면들이다. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

기판쪽에 반응성 기체이온의 농도를 제어하기 위하여 기판 위에 자기장을 형성 시키게 되면 로렌츠 힘에 의하여[0010]

기판쪽으로 이동하는 전자 및 반응성 기체이온의 움직임이 제어 되고 자기장의 세기 및 자기력선의 모양을 조절

하여 기판 근처에서의 전자 및 반응성 기체이온의 밀도를 조절 할 수 있다. 

이때의 자기장은 일반적으로 자기 쌍극자가 나타내는 자기장을 통하여 제어 가능 하지만, 그 이외에 자기장의[0011]

엔지니어링을 통하여 공정 효율의 향상이 가능하다. 

종래의 스퍼터 기술에서는 타겟쪽의 자기장을 조절하여 타겟 주위의 이온 농도를 높여 증착 속도를 향상시키려[0012]

는 기술 들이 있었지만 기판쪽의 자기장을 조절하는 기술은 없다. 

도 1의 도시와 같이, 기판 근처에서 자석, 코일등을 이용하여 자기장을 생성하게 되면 플라즈마 내의 전자 및[0013]

이온들이 로렌츠 힘에 의하여 궤도가 바뀌게 되어 기판 근처에서의 전자 및 이온의 농도를 제어 할 수 있게 된

다.  이를 통하여, 기존에 반응성 스퍼터링제어 조건 중 조절 할 수 없었던 반응성 이온 농도 제어가 가능하다. 

도 2의 도시와 같이, 스퍼터링 공정 중 자석에 의해 자석 주위에 플라즈마 밀도가 낮아지는 형상 관측되며, 자[0014]

석 주위로 균일한 C:O 박막 증착 된다.  참고로, 자석이 없을 경우 증착이 이루어지지 않는다. 

도면

도면1

공개특허 10-2019-0107809

- 4 -



도면2
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